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Opis:

Technologie azotku galu zrewolucjonizowaty rynek oswietlenia uzytkowego i mogg miec
poréwnywalny wptyw na przyrzady mocy oraz wysokiej czestotliwosci. Projekt dotyczy jednej z barier,
ktére w obecnym czasie ograniczajg dziatanie tranzystorow GaN, a mianowicie aktywnych elektrycznie
standw putapkowych wynikajgcych z defektéw punktowych, gtdwnie wegla i wakanséw (luk).

Prawie wszystkie dotychczasowe badania dotyczyty hetero-struktur w ktérych warstwy epitaksjalne sg
silnie naprezone i zawierajg duzg gestos¢ dyslokacji. W tej sytuacji ustalenie roli defektéw
i mechanizmdw ich powstawania jest niezwykle trudne.

Struktury homoepitaksjalne sg idealnym narzedziem do zrozumienia powstawania defektéw,
a ten projekt zajmuje sie tymi problemami.

W projekcie skupiamy sie na defektach zwigzanych z weglem i wakansami w prébkach GaN
wzrastanych na rodzimych podtozach (np. Ammono-GaN) a zatem o znacznie mniejszej gestosci
dyslokacji. W badanych préobkach wakanse bedg generowane w procesie wzrostu struktur ale takze
W procesie napromieniowania elektronami. W ten sposdb bedziemy mieli dostep do dwdch zrodet
wakansdw: samoistnych i wprowadzanych intencjonalnie. Zanieczyszczenie weglem zostanie
wprowadzone podczas wzrostu warstw.

W projekcie chcielibysmy dokonaé eksperymentalnej weryfikacji wynikdw obliczen teoretycznych dla
poziomdw weglowych i wakanséow w GaN opublikowanych przez Matsubare i Bellottiego (2017).
Projekt jest realizowany w bliskiej wspétpracy ze School of Electrical and Electronic Engineering,
The University of Manchester, UK.

Cel projektu:

Celem projektu jest zbadanie mechanizméw powstawania defektéw we wzrastanych
epitaksjalnie warstwach azotku galu (GaN). Trzy typy warstw GaN bedg badane: (1) warstwy typu ,,as-
grown”, (2) domieszkowane weglem oraz (3) naswietlane elektronami. Jednoczesnie okreslony
zostanie wptyw defektéw na wtasciwosci fizyczne badanych struktur, takich jak wtasnosci strukturalne,
elektryczne i optyczne.

Zostang zbadane interakcje z intencjonalnie i nieintencjonalnie wprowadzanymi domieszkami
tj. weglem i wakansami galowymi oraz azotowymi.

Wymagania:

ukonczone studia wyzsze (mgr) na kierunku: fizyka, inzynieria materiatowa, elektronika lub
podobne; znajomos¢ jezyka angielskiego, systematycznos¢; motywacja i che¢ do pracy; mile widziana
umiejetno$¢ praktycznego programowania w LabView i/lub Matlab; znajomo$¢ materiatow
azotkowych bedzie dodatkowym atutem.



